
26 июля 2012 года 52
й год издания http://www.sbras.ru/HBC/№ 28—29 (2863—2864) Цена 7 руб.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  ГАЗЕТА  СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК

20—21 сентября 2012 года в
рамках реализации плана ме

роприятий, посвящённых Году
единения и дружбы народов Рес

публики Саха (Якутия), в городе
Якутске пройдет Всероссийская
научно
практическая конферен

ция с международным участием
«Современный мир и этнонаци

ональные процессы».

В настоящее время Прави

тельство Российской Федерации
в ряду своих приоритетных задач
особо выделяет решение про

блем этносоциальной стабилиза

ции общества. Напомним, что 7
июня 2012 года Указом Прези

дента РФ В.В. Путина был обра

зован Совет по национальным от

ношениям, основной задачей ко

торого стало обеспечение взаи

модействия субъектов РФ, орга

нов местного самоуправления,
общественных объединений, на

учных и других организаций в
целях реализации государствен

ной национальной политики Рос

сийской Федерации.

Современный этап развития
российского общества характе

ризуется возникновением новых
ценностей, ориентиров. Форми

руется единое социально
духов

ное глобальное пространство,
связывающее различные культу

ры и народы. Одновременно су

щественным явлением становят

ся тенденции — поиска путей са

моидентификации в глобализи

рующемся мире, стремления на

родов сохранить свою уникаль

ность и своеобразие, выражаю

щиеся в культуре, языке, религии
и возрождении национальных
традиций. Все эти процессы, и
их последствия представляют
сегодня особый интерес как для
учёных, так и для широкой обще

ственности.

На будущей конференции
учёные Якутского научного цент

ра СО РАН, представители
субъектов РФ, национальных об

щин, министерств и ведомств,
специалисты и преподаватели
вузов примут участие в обсужде

нии современных процессов в
сфере этнонациональных отно

шений, государственно
право

вых вопросов этнонационально

го развития, а также социально

экономических основ взаимоот

ношений наций, этносов, народ

ностей Севера в контексте модер

низации общества. Запланирова

ны дискуссии по поводу острей

ших проблем и конфликтов, при

сущих современному обществу. В
этой связи предстоит найти точ

ки сближения и соприкосновения
учёных и специалистов разных
направлений для плодотворного
диалога и конструктивного со

трудничества, нацеленных на глу

бокий анализ и решение острей

ших проблем современности.

В руководство оргкомитета
конференции вошли заместитель
председателя ЯНЦ СО РАН д.э.н.
А.А. Пахомов, заместитель пред

седателя Госкомитета Республи

ки Саха (Якутия) по инновацион

ной политике и науке А.Д. Саф

ронов, заведующий кафедрой
философии ЯНЦ СО РАН, д.фи

лос.н. профессор Е.М. Махаров,
а также президент Академии
наук РС(Я) д.г.
м.н. профессор
И.И. Колодезников.

Пресс�служба ЯНЦ СО РАН

В составе делегации — директор департамента радиоэлек

 тронной промышленности Минпромторга РФ А.С. Якунин,

генеральные директора ОАО «Росэлектроника» А.В.Зверев, ОАО
«Московский завод «Сапфир» Д.А. Гиндин, ОАО «Государствен

ный институт прикладной оптики» (г. Казань) В.П. Иванов, а так

же директор Новосибирского завода полупроводниковых прибо

ров В.И. Исюк.

В обстоятельной беседе с председателем Отделения акаде

миком А.Л. Асеевым состоялось обсуждение задач развития оте

чественной электронной компонентной базы, поставленных Пра

вительством РФ и сформулированных в последних поручениях
Президента РФ В.В. Путина и вице
премьера Д.О. Рогозина.
Высокую оценку со стороны гостей получил потенциал институ

тов СО РАН по развитию отечественной микро
, опто
, СВЧ
 и
наноэлектроники, полимерной (пластиковой) электроники, а так

же работы по созданию новых материалов для высокоэффек

тивных аккмуляторов электрической энергии и суперконденса

торов и энергосберегающих систем на их основе.

При посещении Института физики полупроводников им. А.В. Ржа

нова СО РАН гости подробно ознакомились с новейшими разра

ботками института: квантовыми наногетероструктурами для раз

личных применений, большеформатными матрицами для инфра


Визит делегации
«Росэлектроники»

21 июля представительная делегация Минпромторга РФ
и ОАО «Росэлектроника» посетила Сибирское отделение РАН.

красных фотоприемников и оптико
электронными системами на
их основе, биосенсорами на основе нанопроволочных транзисто

ров, однофотонными излучателями для систем передачи инфор

мации, лавинными диодами, кремниевыми наностандартами, си

стемой квантовой криптографии и многими другими.

Необходимо отметить, что институты СО РАН и предприятия
«Росэлектроники» связывают многие годы успешной совмест

ной работы. Признано, что научные и прикладные результаты
институтов Сибирского отделения РАН с учётом уникальности
научно
образовательной и инновационной систем новосибирс

кого Академгородка, опыта взаимодействия с предприятиями от

расли создают необходимые условия для быстрейшего реше

ния поставленных задач. В результате визита намечены конк

ретные меры по существенному усилению работ в области со

временной электроники в системе Сибирского отделения РАН,
на территории новосибирского Академгородка, в целом в Сибир

ском регионе, включая институты СО РАН и предприятия отрас

ли в Новосибирске, Томске, Красноярске и Иркутске.

Наш корр.
На снимках В. Яковлева:

— А.В. Зверев и А.Л. Асеев;
— в лаборатории ИФП (А.Л. Асеев, А.В. Зверев,

Э.В. Скубневский, В.И. Исюк, А.С. Якунин, М.В. Якушев).

Этнонациональные
процессы

в современном
мире

Следующий номер «НВС»
выйдет 9 августа.


